HSD的防反接方案1 

 

前面已经介绍过了两个防反结，这里把链接放上去：
电源反接讨论 
输出负载的反极性保护-（LSD）
关于这两个问题呢，我想补充一下，用二极管毕竟只能用在小电流上面，一旦电流较大，在正常工作状态，二极管的功率较大。这里选择二极管非常困难，因此我们一般的默认为等级C，也就是说不损坏就可以。如果一定要达到Class A的话，只能选用MOS管来做了，下面谈一下HSD。
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耦合路径有两条，
第一条通过负载和HSD的寄生二极管是一条通路，这个通路一般的HSD不会烧毁，只是负载在工作。
第二条通过保护的齐纳管，此通路如果不加限制，无论有没有负载都会导致板子烧毁。
对于第一条，我们的策略是两点：
电流小的话，可以采用二极管，计算和LSD里面一样。
如果电流大，只能在电源端加Mos管。
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对于第二条，我们也有四种策略：
1.加电阻
2.加二极管
3.二极管和电阻并联
4.加MOS管
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下面介绍一下四种方案的特点：
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篇幅比较大，我下面准备在第二篇中详细分析这几种方法的实际情况

